PRECISION SUPER-TCXQ’S/VCTCXO

KYiTime

HOCHSTE PRAZISION BIETET DER MEMS OSZILLATOR ELITE™

MEMS CMOS

TempFlat™
Resonator

Patentierte DualMEMS Architektur mit rauschfreier Tempera-
tursensorik und Turbo-Kompensation (Quelle: SiTime)

Patentierte DualMEMS Architektur mit rauschfreier
Temperatur-Sensorik und Turbo-Kompensation

Eine besondere Innovation stellten auf der electronica hoch-
prazise, temperaturkompensierte und spannungsgesteuerte
MEMS Oszillatoren mit der Bezeichnung SiTime Elite™ dar.
Diese Prdzisionsoszillatoren setzen neue MaBstdbe hinsichtlich
Stabilitit, Storfestigkeit und Zuverldssigkeit fur industrielle
Applikationen wie z.B. SynckE (Synchronous Ethernet) und

Zeitsynchronisation. Ideal sind sie aber auch fir Anwendungen
in der Messtechnik, der loT Infrastruktur, fir Cloud Server oder
|[EEE 1588 Netzwerke.

Drei Schliisselelemente bestimmen die Elite-Plattform:
e Das stabile, verldssliche und bewahrte TempFlat MEMS™
Verfahren, das Aktivitatsdips eliminiert und eine 30 x bessere
Vibrationsfestigkeit ermdglicht als Quarz-Oszillator Losungen.

e Die Dual MEMS Temperaturmessung mit 100% thermischer
Kopplung, die eine 40 x schnellere Temperaturmessung
ermoglicht und eine hohe Performance bietet, um auf
schnelle Temperaturdnderungen z.B. durch Luftstrome in
Kilrzester Zeit reagieren zu konnen.

e Hoch integrierte Mixed-Signal-Schaltungen mit On-Chip-
Regler, ein Temperatur-Digital-Wandler (TDC) und eine
rauscharme PLL, die 5-fach bessere Immunitdt gegen
Stromversorgungsrauschen garantiert.  AuBerdem  eine
30 uK Temperaturauflosung (10 x besser als Quarz), die
jede Frequenz zwischen 1 und 700 MHz bei gleichzeitig
geringem Jitter von nur 0,23 ps Jitter unterstitzt.

KEY FEATURES AND SPECIFICATIONS OF ELITE PRODUCTS

Super-TCXO | siT5357
SiT5155 | 10 standard GNSS frea. | -40 to 85

Precision | SiT5356 110 60 +0.1to

-40 to 105| *0.5t0

Super-TCX0 | SiT5156 110 60
SiT5157 60 to 220
. . SiT9365 |32 standard freauencies
D(;fsfgirlf::;f' SiT9366 10 to 220 -20t0 70
. -40t0 85 | +10to
SiT9367 220 to 700 4010 95
i i SiT3372 10 to 220
Differential
VCXO0 220 to 700

-40 to + 105°C
110 5 ppb/°C AF/AT
IEYI?MS(? SOIC-8: 10 °C/min temp ramp
2IPPEC g 6y 4.9 3e-11 ADEV, 1 0 sec stride
Sine Wave L o
No activity dips, No micro jumps
12C programm ability (option)
0.1 ps jitier, Ethernet mask
LVPEC QFN: 0.02 ps/mV PSNR
LVDS [3.2x2.5
HCSL  [7.0x5.2 +25 to +3600 ppm pull range
0.1% pull range linearity
0.1 ppb/g vibration resistance

Fir weitere Informationen ist zustandig: Hr. Gensler - Tel. +49(0)7452-6007-31 - e-mail: a.gensler@endrich.com



